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(57) Abstract: Disclosed is a vertical field effect transistor comprising a semiconductor layer (10) in which a doped channel area

is arranged along a recess (72). A buried connecting area (18, 54) extends to a surface of the semiconductor layer (10). A second

€& connecting area (16) is disposed on the same surface near the opening of the recess. Preferably, insulating recesses (70, 74, 76) are
produced between the channel area and a conducting supply element (54) as well as between the field effect transistor and an adjacent
electrical part. The inventive field effect transistor has excellent electrical properties and is easy to produce.
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of the recess. Preferably, insulating recesses (70, 74, 76) are produced
bet ween the channel area and a conducting supply elenent (54) as well as
between the field effect transistor and an adjacent electrical part. The
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Zur Erklirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Erldutert wird ein vertikaler Feldeffekttransistor mit einer Halbleiterschicht (10),in der entlang einer Ver-
tiefung (72) ein dotierter Kanalbereich angeordnet ist. Ein"vergrabener" Anschlussbereich (18, 54) fiihrt bis zu einer Oberfldche der
Halbleiterschicht (10). Ein zweiter Anschlussbereich (16) ist in der Nihe der Offnung der Vertiefung an der gleichen Oberfliche
angeordnet. Vorzugsweise werden auch Isoliervertiefungen (70, 74, 76) zwischen dem Kanalbereich und einer leitenden Zufithrung
(54) sowie zwischen dem Feldeffekttransistor und einem benachbarten elektrischen Bauelement hergestellt. Der Feldeffekttransistor
hat hervorragende elektrische Eigenschaften und ist einfach herzustellen.



